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1. ' Elgenschalten ;
11. Mechanische Ausfiihrung: ] Yr V) |Ursp (V)| URstoss (V) 7Yp
1.1.1.  Gehiauseart: JEDEC /DIN 200 300 400 |Si 0 01 £
11.2. Gehausewerkstoff: o ’ 400 600 700 Si_ D01 L
1.1.3. Gehauseoberflache: C 600 200 1000 i 001 K
1.1.4.  AnschluBdrahte (dtbar verzinnt/vergoldet ) 800 1200 1300 Si D Of N
Fo.rmel- ’ Wert MeRbedingung
] 12 Grenzwerte: zeichen
1.2.1. Sperrspannung: Ug siehe Tabelle V g = Ad,= 25°C
1.22. Spitzen-Sperrspannung: . UReo siehe Tabelle NV f,= 25 °C -
1.2.3. -Slofspannung: Ugooss | Siehe Tabelle N P, = 25 .°C !
124. Dauergrenzstrom IFAY 45 A tg= 100 ©<C
1.25. DurchlaB-Spitzenstrom: lgse 75 A o= 25 °C
1.2.6. DurchlaB-StromstoB: Yestoss 60 A ﬁj = 45 °C,t= £ 10 ms
1.2.7. Verluslieistung: P v/ 4, = — °C
1.2.8. Temperaturbereich {Lagerung): 9 - 55bis+ 150°C
1.2.9. Sperrschichttemperatur: 9; - 55bis 130 °C
1.2.10. Léllemperatur: : ) — °C tE — ¢
1.3. Kennwerte bei 25°C
.1.3.1. DurchlaBspannung : : : Ug £725 V le = 6 A y4;i= 25 °C
1.3.2. Sperrstrom: Ip €100 A Ug srehe Tabetle,tj = 25 °C
lg - - A
1.3.3. Sperrwiderstand: Rp - Q
1.3.4. Thermischer Widerstand: Ring €6 °CIwW
1.35. Sperrschicht-Kapazitat: C; — pF
1.3.6. Gehause-Kapazitat: Co — pF
1.3.7. Rickwartserholzeit: t — s
| 138 Nennstrom : ) In 075 A

14. Ubrige elektr.Werte nach AEG Datenbuch 68/69 5. 83




7 / Zener-Diode AN

Silizium
Intermetall SIL 1 . | p
: 1967/69 Kothaden - ]
‘ _ Kennzerchen . )
‘%L IR NS TR g
T =) T e W
Eigensctaten 1 F d
1. Eigenschaften . ! .
: : 313 /
1.1. Mechanische Ausfihrung — 85 379 /
1.1.1. Gehiuseart: JEDEC -~ /DIN 1882 .
1.1.2. Gehdusewerkstoff: Metalil . : / 1)6rélman
1.1.3. Gehiuseoberfliche: ’ . . ‘ : 2) Kleinst mai3
1.1.4. AnschluBdrihte |6tbar vzin/vgol s .
: Fo'rmel- Wﬂ%}o}’ V MeBSedingung
12. Grenzwerte . zeichen ) .
1.2.1. Durchbruchstrom: tz L Al = °C
1.2.2. Verlustleistung: B 0 mwls, = 45 °C
p Wldc = °cC
1.2.3. Temperaturbereich (Lagerung): 8 -55/bis + 150 °C
| 124, Sperrschichttemperatur: ¥ / + /50 . °C
1.25. Léttemperatur: ‘ ) . ;E» 2¢5 °C |t = 5 sec.
v
3 E ) v *
13. Kennwerte bei 25°C 9/
1.3.1. Durchbruchspannung: . U 43 bis 45 Vil = 1,0 mA
132. Sperrschichtkopazitat \8 c 800 pFlla= 10 14
4 1.3.3. DurchlaBspannung: o Ur < 1.0 VIl = 150 mA
1.3.4. Sperrsirom: Ir pA fUg = v
1.3.5. Thermischer Widerstand: Runy = 042 °C/mW .
. Rirg °C/mW
1.3.6. Temperaturkoeffizient N
der Zenetspannung: TKq -2 . 10-4/°C _Z'z = {0 mA
13.7. Anderung aer Dufchbruchspg. .
ber Stromdndgfung 1:10 A Uz 0.7 brs 0,9 v I,» 107° bis 1072 A
13.8. Abweichung y6n der Logarith- ‘
mischen Wennlinie ¢ U, £ % 50 mv I: 1075 bis 1072 A

Die Kennlinie im Ourchbruchgebiet der Dicde  verlduft logoritmisch. Im

{4
Bereich I« #0075 bis 1072 A @/t cie Beziehung Uz » y-lg i (x-3-107%4; y- 0,8V)

.

15 Obrige elektr. Werte nach Inlermeloll Dolenbuch Orcden 1967/68 , 5. 90 fT.
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Oberfliche:

. Anschlufdrdhte :
. Kollektar - Basis - Spannung:

. Kollekior - Emitisr-Spannung:
. Emitier - Bosis -Spannung
Max. Kollextorstrom

Verlustieistung:

Temperaturbereich :

. Sperrschicht-Tempzraiur:

| Kollzktor - Reststrom :

Emitter-Reststrom:

Grznzfrequenz :

Gleichstrom - Verstdrkungsfaktor:

Wechsalstrom - Verstirkungsfaktor:

Kollexior-Sattigungsspannung:

+

Basis - Sattigungsspannung:
. Schaltzeiten:lAnstie
(Speicherzeit)
(Rbfalizeit)

(Rickwdrtserhislungszeit)

Warme-innznwiderstand :
210 Yérmewiderstand :
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/€80 - AL Ugp
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B = 20 O Urf
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1.1

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.2.
1.2.1.
122,
1.2.3.
1.24.
1.25.
1.26.
12.7.
1.2.8.
1.2.9.

1.3.
13.1.
1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
138

114,

1.2.10.

Kapazitdts - Diode \

- Elgenschaften

Mechanische Ausfihrung:
Gehiuseart: JEDEC DO7/DIN
Gehausewerkstotl; Glas
Gehauseoberflache: —

AnschluBdrahte 16tbar verzinnt/vergoidet

Grenzwerte:
Sperrspannung:
Spitzen-Sperrspannung:

.Stoflspannung:

Richtstrom/Durchlaflstrom:
DurchiaB-Spitzenstrom:
Durchlaf-StromstoB:
Verlustieistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschichttemperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bel 25°C
Durchlaflspannung :
Sperrstrom:

Serienwiderstand:
Thermischer Widerstand:
Sperrschicht-Kapazitat:
Gehause-Kapazilat:
Ruckwartserholzeit:

Silizium
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Formel- .
- Wert
seichen . er Mefibedingung
Ug . 25 V R = 10 PA 7, = °C
URso v Yy = °c
Ugsioss v \i)u = OC*
lo/te A 0, = °C
lesp A D = °c
Iestoss A Q= °C, t= ms
P w B, = .°C
9, - 55 bis + 150 °C '
0 . +10°C .
o ' €c t= s
e £002 pA Ug= 25.V
la A Ug = V. 3y = c,C
rs 213 Q Ug= 20 Vi = 100 MHz
Ry °C/mW
c -178-192 pF . |{Ug= 2 V. = 10 MHz
CG ) pF
t" s I; = A auf IR = A
20:1 min .

-Verhéltnis C1/C10 .

L1 v . %
r‘e{;’;gfgfer El Do‘nauwsrfh‘
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Motorola

1.
1.1
IRRE
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

12

1.2.1.
122
1.23.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
127.
128

13.
13.1.
1.3.2.
123
134,
12.5.
3.6,
157

1.3.8,
1.3.8.
1.3.10.
1301
1.3.12.
1.3.13.

c 19%0

o {4
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Eigenschalten

tfechanische Ausfihrung
Gohéusearl: JEDEC ~— /DIN —
{teramik
Gehausecbherflache: —
Anschividrahie oitar vzinfvgol

CGehiusewarksioff:

Grenzverlc
Kelleitor-Basis-Spannung:
Kolicrtor-Emilter-Sganaung:
Emitter-Basis-Spannun:
Kollgkioistiom: '
Verlustleistung:
Temperaturbereich {Layerung;}:
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

]
Kennwerte bei 23°C
Toteklor-Reststrom
Rollektor-Emitter-Dunchinruchspg.
Emittei- Basis-Durcl.bruchspg.
Grenziroguenz:
Gleichsiromn-Versiérkar Faklor:

t

\echszistrom-Verstirker-Faitor: .

Kollghior Séttigungsspannung:

Easis-Sétligungsspennung:
tuscangs- Kapazitdt:
Rilckwirkungs- Kapazitéi:
Warme-innanwicerstand:
VWirmewiderstand:

Ausganysicistung:

Hinv/eis :
Ubrige elekir. \Wertle nach

Zubehdricitle

271

"

ERTIENTRN

Fo

Metorola-Dalenblatt

Moximales Anzugdrehmoment: 65

in -b 27

Ausg. hai 1870

5 cmikp

Zum Lieterumfang gebort cine Sechskaniritter

Formei- We:t WMaibedinguns

zeichen T

Ucso €5 Vv | &, = <C T
Ucto 35 V €y = g

Uzso bV Lo, = °C

lc 5 A O = cC

Pios 60 W fig = 25 <C

iy -65 bis +200°3 :

W -€5 bis +200°C
. \(—‘I Y t .—:/: S

lceo Z imA | Uepg= 30V

Uesa 3BV Ic = 260m4

Ui 4 v Ig = 10mA

f 400 MHz | U= — Vig= — Af= — L
B 5 UCE = 5 v, ic = GO0Om A

hie = Uep= ~ Vilg= = At — Hor
Uck:ot - \Y 'C = - Allpg = = A

Ucesor - \Y lc = — Ala= —~ A

Uzt - v e = — Alg= — A

Cob S 65 pF | Uy =30 Vig= 0 Af=0thizi¥
Cre —_ pF Uggs — Vlc= — Af= — ¥
Rio 2,93ccr w

nﬁ-‘u "C/m\’vl

=30 W | BT 5YW, f=175MHz, Ucc =25V



SI-NPN - Transistor '\ -
VT400-5-C
ay 1?5

1. Eigenschaften !
1.1. Mechanische Ausfihrung
1.1.1.  Gehdauseart: JEDEC 10-3 /DIN
1.1.2.  Gehdusewerkstoff: Metal: ——
1.13.  Gehauseoberflache: a7 795
114, AnschluBdrahte I6tbar vzin/vgol a5t T
: Fc'rmeh Wert MeBbedingung
1.2, Grenzwerte peiafe= 25%C zeicnen
.21, Kollektor-Basis-Spannung: Ucs #0 v ] g, = °C
1.22.  Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 0 v | g, = °C
1.23. Emitter-Basis-Spannung: Ueso 7 v 3, = °C
4 124, fKollektorspitzenstrem: Ie oA = _‘c .
1.2.5. Verlustleistung: - Prce 00 w | o 25 o¢ '
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung): ¥y -63 pis -200 °C
1.27. Sperrschicht-Temperatur: ¥ -85 8i5 150 °C
1238. Léttemperatur: ‘ o 3 °C | 1= 5s
1.3. Kennwerte bei 25°C .
181, Kollektor-Reststrom: | fggp o | S _EMA M Ug= Vo e
. lcac < A Ucg = ] V.3, = 7o
1.32.  Kollektor-Emitter-Durchoruchspg.: dee = Wy W o b = 0,034
1.33. Grenzfrequenz: 1-/% Hz Uez = Vil = Af= MHz
4 1.34. Gleichstrom-Verstirker-Faktor: B > 15 Uct = v, Ic = S A
# 1.35. Gleichstrom--Verstirker-Faktor: 8 > 5 Uez = v, lc= 10 At= — KHz
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung: “Uczsar 3 0 v e = TAlg = 1A
‘ . Uczsat \ le = Alg = A
1.3.7. Basis-Sittigungsspannung: Ugksar < 2V |l = SAlg = 1A
1.3.8.  Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ces < 00 pF | Ueg= MW Vie= O Af= 4 MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces : pF Ugg = Ve = Af= MHz
1.3.10. Wiérme-innenwiderstand: Ring 1,2 <c/ w.
1.3.11. Warmewiderstand:- Rinu °C/mw
1.3.12. Anstiegszeit: t, <0, wus - a3
1.3.13. Asfallzaiz: t: T 05w .
1.3.1b, Speicherzeit: t, < BS o }{ = oz =04

1.4, Ubrige elektr. Werte nach T2W-3ullstin “84-1277




1.
1.1
1L
1.1.2
1.13.
1.1.4.

1.2

1.2,
1.22.
1.23.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.27.
1.2.8.

1.3.10.
1.3.11.

1.4.

Eigenschaften

Mechanische Ausfihrung
Gehduseart: JEDEC 7(0-3/DIN
Gehausewerkstoif: Mstall
Gehauseoberflache:

AnschluBdrahte I6tbar vzin/vgol

Grenzwerte bai ¥;- 200
Kollektor-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollextorspiizznstroa:
Verlustieistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Léttemperatur:

Kennwerte bei 25°C
Kollektor-Rreststrom:

Kollekter-Emitter Durchbruchseg.:
Grenzfrequenz:
Gleichstrom-Verstarker-Faktor:
Gleichstrom-aVerstarker-Faktor:

Kollektor-Sattigungsspannung:

Basis-Sattigungsspannung:
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
Warme-innenwiderstand:
Warmewiderstand:-

Ubrige etektr. Werte nach

. /‘ ; . "" 3
oA \s\f' i 19 75
] W 450 '5-C
1L
] Kollek ¢ar
i Qf% - mit Ge-
Q\; RE ;"3 :Euse ver-
& £ l unden
1 b
Do 1343
e
U 2=
‘iz ize2
‘535 min
Formel- Wert ~ MeBbedingung
zeichen
Ucso b33 v | 9, °C
UCEO Lf'-}‘J v G, = °C
Ueso 7V | g, = :c
Icm oA by = °C -
Pior W03 ow b = 23 °C
e -85 5is -200 °C
: 53 9i5 130 °C
h 45 °C t= 5s
'C;Q S 1.0 2A UC‘E = 3 v
Biele) o A ‘UE'B_;‘ V.o, = T T -
tczo 2 BS00V 0l = 0054
fT/fB Hz UCE = V, fc = A.f = Lz
:] > 15 U= Vi S A
8 > 5 s = Ve = 0 At= =~ «nrz
Uctsat s BWov | e SAlg = A
Ucssar v e = Alg = A
UEESOl g “.5 Vv IC = S A, |3 = K A
<
CCS = SGO pF UCS = id V. le = Al = MHz
CES pF Usa = Vv, ic = At MHZ
Rug 1,2°C/ W
Ry °C/mwW
e S0 s - T4
I: < 0,15 us ;{ “ :
T, S 15w IV o= o= A0
TEW-Eulletin  “8L4-7277



1O Nicht for
I\‘“ Neukonstr. §

| TRW
L asrinrens SVT 7552

1.1.1.  Gehduseart: JEDEC 10 3 /DIN 7 9 8 1
1.1.2.  Gehadusewerkstoif: Metall
1.1.3. Gehéuseobemé;he: -

1.1.4.  AnschiuBdrahte i6tbar vzin/vgol

. Formel- Wert MeBbedingung
1.2 Grenzwerte zeicnen
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 850 v | 9,= 25 °C
1.2.2.  Koilektor-Emitter-Spannung: Ucso b0 v | 9,= 25 <c
1.23. Emitter-Basis-Spannung: . ‘ Uego -V g,= = °C -
1.2.4.  Kollektorstrom: I M A|9,= 125 °C )
125. Verlustleistung: - . Pt WOW | 4= & =C
1.2.6. Temperaturpereich (Lagerung): s -88...4200 °C
1.2.7.  Sperrschicht-Temperatur: i -35...+200°C
1.28. Léttemperatur: ) % ,265 °C < < s
13. Kennwerte bei 25°C .
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: leso £0,5 mA Ues= 30 vV

= " Tcao - £2 mA | Ug= WovoerE w0 e o~ - -
1.3.2.  Emitter-Reststrom: leao £0,7 2a | Ug= 9 V
1.3.3. Grenzfrequenz: frity 215 MHz | Uee= 0 Vie= 1 Atf= 0 MHz
1.3.4.  Gleichstrom-Verstarker-Faktor: 8 ' - Use= — Vie= —~ A
1.3.5. Wechseistrom-Verstarker-Faktor: Nee 210 Ucg= 35 Vile=1 Af= « KHz
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucssar £$1,5 v le = 0 Alg= 2 A

Uczsar £2 Vil = ® Alg= 2 Al = 100

1.3.7. Basis-Sittigungsspannung: Usgsar £15 v le = 0 Alg= 2 A
1.3.8. Ausgangskapazitat Cos 2B 5 Ug= 0 Vie= 0 Af= 1 MHz
1.3.9. VerzBgerungszeit ' tq 20405 ws beL= %0 Vie= 0 Af= —
1.3.10. Anstiegszeit. = - te £0,8 ps 181=1g2 =24 ty = us
13.11. Speicherzeit ‘ ig f 2.5 us Ugg(off) =3V
1.3.12 Abfallzeit ts 20,% us | Igp = 0fOrtg, t,

1.4, Ubrige elektr. Werte nach TRW-Datenbuch 08P




